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Siemens Transistor AF106 Datasheet

AF 106

PMNP-Mesatransistor
fur Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz

AF 106 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz- Universal-Transistor in Mesa-Tech-
nikim Gehause 18 A4 DIN 41876 (T0O-72). Die Anschlisse sind vom Gehause elek-
trisch isoliert. Der Transistor AF 106 eignet sich zurVenavendung in Var-, Misch- und
Oszillatorstufen bis 260 MHz.
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Gewlcht etwa 0.4 g Male in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter- Spannung =Ueeo 18 v
Kollektor-Basis-Spannung =g 25 v
Emitter- Basis-Spannung = esa 0.3 "
Kollektorstrom -] 10 mié
Sperrschichttemperatur T a0 *C
Lagertemperatur Ts =30bis +76 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = B6*°C) Prot 60 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Aenau = 760 grd /W
Kollektorsperrschicht = Transistorgehause Ainac = 400 grd /W
Statische Kenndaten (7Ty = 25°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt;
e =Ic =g 8 =g
W md, i, Tellg v
12 1 20 (= 40) 50 (= 25) 0,325 (0.25 bis 0,38)
] 2 29 70 0,34 (0.28 bis 0.4)
Kollektor-Basis- Reststrom (=Ugpg = 12 V) =Ican 05 (< 10) | A
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung
(=Icpp = 100 pa) ~Upryepn| = 25 v
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
(=Jcea = 600 pA) —Uriceo| = 18 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(=Tepe = 100 pa) —Uiemyerc| = 0.3 v
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AF 106
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Arbeitspunkt: (=I- = 1 mA; U baw. —Ueg = 12 V)
Transitfrequenz (f = 100 MHz) . 220 MHz

: i JI fr

Sechwinggrenzfrequenz (fm., = l m) Frnax 1.2 GHz
Dynamische Stromverstarkung (F = 1 kHz) fa 65 (= 30) -
Rauschma (F = 200 MHz; Rz = 60 Q) F 55 (< 7.5) | dB
Kurzschlull-Rickwirkungskapazitit (F=460 kHz) —-Cy5. 0,45 pF
Rickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2.5 MHz) Fobe *Cpra| 6 ps
Arbeitspunkt: (=T, = 3 mA; —Urg = 10V;
f =200 MHz: A, =920 )
Leistungsverstarkung (in untenstehender
Schaltung gemessen) ™ 17.5(=14) | dB
Arbeitspunkt: (—I: = 1 mA; <Uge =12 V; Ff = 200 MHz)
Jiip = 31 msS Bian = 0 mS I]-f21b| = 27T mS Jas = 015 mS
byyp ==12m3 Byzp = -0.5 mS Paap = 1157 bas = 1.9 mS
Ciip = -85 PF Ciap = =0.4 FIF Can = 1.6 pF
Arbeitspunkt: (=Iz = 1 mA; —Ueg = BV, f = 100 MHz)
Grip = 36 mS Gyge = —0.04 mS Gain = =27 mS gz = 0.09 mS
b”h = -6 mS b125 L= —0.48 mS bZ'lb = 20 mS I'J;n-g. =1 mS

MueBschaltung fir Leistungsverstirkung bel £ = 200 MHz

609 2nF Ly
— =)
7o
@ f=Z00MHZ
Ve Uee
Ly =3Wdg:d=1mm; D = 6,5 mm Cyx = 1.6 bis b pF so, dalk A = 920 O

L =2Wdg:d=1mm; D = 65 mm Cy = 6.6 bis 18 pF
Ly =L, = 20Wdg 0,56 Culs C; = 9,6 bis 20 pF
auf Kern B63310-K1-A12.3 Cy = 3bis10 pF
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AF 106
Temperaturabhingigkeit der Temperaturabhangigksit
zulassigen Gesamtvarlustleistung des Reststromas Joan = F{Ty)
Proz = F(T): A = Parameter jA ~Ucwo =12V
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AF 106
Auvsgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ie = F{lcg): Ty = Parametar Ie = F(Ucg): Uap = Parameter
{Emitterschaltung) (Ernitterschaltung)
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Optimale Leistungsverstirkung Frequenzabhanglgkelt des Rauschens

Fo=Fff);-Upg =12V, =Tz =1 mA
Rg = 800 (Basisschaltung)

di
b
i
|
=Lfeg=T2V =TT
20 I =1ma i
Rg=50Q
1% LI
. .
g
/
~L
i
u I
! w0 . mt 0Kz

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



Siemens Transistor AF106 Datasheet

AF 106
Transitirequenz Eingangslaitwert vy 4,
fr = f(Fe): Upg = Parameter (Emittarschaltung)
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AF 106
Eingangsleitwert i, Rickwartssteilheit ¥y .,
(Basisschaltung) (Basizschaltung)
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